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На образцах полевых транзисторов, изготовленных на основе гетероструктур GaAs/AlGaAs с широкими GaAs квантовыми ямами, изучены магнетотранспортные эффекты, а также емкость между затвором и электронной системой. При разделении системы на два электронных слоя, происходящем при изменении затворного напряжения, наблюдается скачок емкости, связанный с изменением положения центра тяжести волновой функции электронов. В квантующих магнитных полях в двухслойной системе происходит исчезновение части состояний квантового эффекта Холла (=3 и 6 на рис. (b)). Минимумы в магнето-емкости, обусловленные уменьшением плотности состояний между уровнями Ландау, значительно уширяются (сравни емкостные кривые C/C на рис. (a) и (b)). В двухслойной системе эти минимумы центрированы на целочисленных  значениях фактора заполнения 1 уровней Ландау в первом слое, ближайшем к затвору (см. рис (b)). Ширина минимумов равна расстоянию между целочисленными факторами заполнения всей электронной системы. Как показывают расчеты в модели двух связанных квантовых ям, такое поведение обусловлено перетеканием электронов между слоями, происходящим при изменении магнитного поля, так что в результате расстояние по энергии между доньями размерно-квантованных подзон в слоях является осциллирующей функцией магнитного поля. В рамках этой модели удается описать зависимость номеров состояний квантового эффекта Холла, исчезающих в двухслойной системе, от полной плотности электронов ns в ней. Необходимым условием существования широких минимумов в емкости является конечная величина плотности состояний в щели между уровнями Ландау и большая величина зеемановского расщепления (для минимума с 1=1 на рис.(b)). Наблюдаемая характерная форма трапецеидальная форма минимумов характеризует поведение плотности состояний между уровнями Ландау в первом слое. Отсутствие резистивных эффектов в области минимумов обеспечивается высокой проводимостью второго слоя.    
Работа поддержана РФФИ  (проект 13-02-00015).
� EMBED Origin50.Graph  ���Рис. 1. Магнетосопротивлениеxx и изменение емкости C/C в функции магнитного поля B, для одно- и двухслойной электронной системы (рис.(a) и (b), соответственно).    
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